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1. 背景 

ペロブスカイト型 BaSnO3は，Baサイトと Snサイトへ

のドーピングにより，キャリア濃度とスピン濃度を独立

に制御できる。Ba1-yLaySn1-xAxO3（A=Fe, Ni）多結晶につ

いての研究は既に進められており，Ba
2+を La

3+，Sn
4+を 

Fe
2+

, Ni
2+で置換することで，キャリアとスピンのドーピ

ングに成功している[1][2]。 

本研究では，より詳細な物性測定のため，

Ba1-yLaySn1-xAxO3（A=Fe, Ni, Mn）単結晶試料を作製し，

その物性について研究を行った。 

2. 実験 

化学量論比にしたがって原料を混合し，ペレット状に

成型後，1350℃，空気雰囲気下で 20 時間焼結し，固相

反応法により多結晶試料を作製した。次に，多結晶試料

を用いてフラックス法により単結晶試料を作製した。多

結晶試料にフラックス（融剤）としてCu2Oをmol比 1:20

で混合し，さらに遷移金属酸化物（Fe2O3, NiO, Mn2O3）

を加えて，1350℃から 1190℃まで，空気雰囲気下で 80

時間かけて降温した。 

各試料は，粉末 X 線回折，背面ラウエ法によって単結

晶であることを確認し，ICP（誘導結合プラズマ）発光

分光分析で La と遷移金属の濃度を求めた。さらに，電

気抵抗測定，磁化測定を行った。 

3. 結果・考察 

Ba1-yLaySn1-xFexO3逆帯磁率の温度依存性を図1に示す。

スピン濃度 x の増加に伴い磁化率が大きくなっているこ

とがわかる。この結果からキュリー・ワイスの法則に基

づいて Curie 定数を算出し，ICP 発光分光分析で得た x

値に対してプロットしたグラフを図 2 に示す。Curie 定

数は S=2（3d6）の理論線上にのり，Fe は物質中で 2 価

のスピンとして局在していることが明らかになった。 

電気抵抗率の温度依存性を図 3に示す。遷移金属をド

ープしていない Ba0.98La0.02SnO3は，ρ～10
-1

~10
0Ωcm

と小さい。これは，Ba
2+→La

3+の置換により Snサイトに

キャリアがドープされ（Sn
4+

(5s
0
)→Sn

3+
(5s

1
)），電気抵抗

率が下がった結果である。一方，Mnを 2%ドープした試

料では，ρ～10
4
~10

7Ωcmと高い。形式的には，各原子の

価数を Ba
2+

1-yLa
3+

ySn
4-α

1-xMn
2+

xO
2-

3として， 

α=(y-2x)/(1-x)>0 のとき，電子がドーピングされる。

Ba0.95La0.05Sn0.98Mn0.02O3はα=0.01であり，キャリア数は

Sn1 個あたりわずか 0.01個しか存在しない。さらに，Mn

の局在スピンによってキャリアが散乱される。以上の理

由から，電気抵抗率が高いと考えられる。 
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図 1 逆帯磁率の温度依存性 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 Curie 定数の x依存性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 電気抵抗率の温度依存性 



 

 


